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 Методы вытягивания кристаллов из расплава являются наиболее распространенными в промышленном производстве крупных монокристаллов полупроводниковых и диэлектрических материалов. Принцип вытягивания кристаллов из расплава впервые был предложен немецким ученым Дж. Чохральским в 1916 г. В настоящее время существует значительное количество модификаций этого метода, которые объединяются под общим названием метод Чохральского. Актуальность данного доклада связана с необходимостью создания вспомогательных наглядных программ, позволяющих проводить моделирование процесса выращивания кристалла в условиях дистанционного обучения.
***

Целью работы, представленной в докладе, являлось составление алгоритма компьютерной программы для моделирования процесса выращивания монокристалла методом вытягивания из расплава.  В рамках работы проводился анализ актуальных источников по теме исследования на основе статей, проиндексированных на платформе Web of Science в течение последних нескольких лет [1-7]. Алгоритм моделирования состоит из следующих шагов: оценка пограничного диффузионного слоя, расчет коэффициентов распределения примеси, вывод графиков распределения примеси и графиков зависимости толщины диффузионного слоя на экран, определение концентрации легирующей примеси, определение коэффициентов испарения в случае летучей примеси, построение графиков зависимости коэффициентов распределения от скорости кристаллизации, определение технологического режима выращивания кристалла.
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